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Electrical Tests of GaN HEMT Device
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La synergie entre les aspects thermiques et les procédés couches minces fait de I'IMN un
partenaire privilégié non seulement pour réduire la température d’élaboration des
composants électroniques mais aussi pour assurer leur management thermique.

Participation au Labex Ganex qui est cordonné par le CRHEA et qui rassemble toute la

communauté du GaN en France.
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